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Uk#ad elektrooptyczny zwtaszcza do ultraszybkiej migawki $wietinej

Przedmiotem wynalazku jest uktad elektrooptyczny zwtaszcza do ultraszybkiej migawki $wietlnej, zawie-
rajacy krysztat, ktérego dwéjtomno§é wymuszana jest przytoZzonym polem elektrycznym, znany pod nazwg
komérki Pockelsa.

Pole elektryczne powoduje zmiang stanu polaryzac_u przechodzqccgo przez komodrke promieniowania
swietlnego, dzigki czemu znajduje ona zastosowanie w uktadach optycznych, takich jak modulator $wiatla,
migawka Swietlna lub przetacznik dobroci komory rezonansowej lasera impulsowego. Rozwdj techniki gene-
racji krétkotrwatych pojedynczych impulséw swietlnych o czasie trwania rzedu jednej nanosekundy wigze
si¢ z zastosowaniem ultraszybkiej migawki elektrooptycznej.

Znana jest konstrukcja komorki Pockelsa z patentu francusklego nr 1578801, sktadajaca si¢ z dwéch
krysztatéw elektrooptycznych rozmieszczonych symetrycznie wzgiedem elektrody srodkowej i docisnigtych
do niej dwiema elektrodami bocznymi, obudowy wykonanej z izolatora oraz dwdch zigcz wspotosiowych.

*Do elektrody srodkowej, doprowadzone jest napigcie sterujace z przewodu wewnetrznego jednego ze zlacz
wspdtosiowych, natomiast dwie elektrody boczne potaczone s3 z obudowa ziacza wspétosiowego. Konstrukcja
ta charakteryzuje si¢ mata wartoscia indukcyjnosci rozproszonej i dobrym dopasowaniem impedanciji komdrki
do linii wspélosiowej, jest jednak wrazliwa na przebicie wysokiego napiecia wzdtuz powierzchni krysztatu,
qczacej plaszczyzny elektrod. Zastosowanie dwu krysztaléw zamiast jednego utrudnia dziatanie lasera w przy-
‘padku zastosowania komoérki jako migawki wewnetrznej umieszczonej wewngtrz komory rezonansowej lasera.

Inne rozwiazanie znane jest z patentu amerykanskiego nr 3659917, gdzie opisana jest komdrka Pockelsa,
zawierajgca krysztal elektrooptyczny, umieszczony w obudowie izolacyjnej, wypetnionej ciektym dielektry-
kiem. Dwie elektrody sg docisnigte do przeciwlegltych $cian krysztatu i kazda z nich taczy si¢ z odcinkiem
przewodnika elektrycznego, stuzacego do doprowadzenia napigcia. Uktad konstrukcyjny jest symetryczny
wzgledem plaszczyzny przechodzacej przez $rodek komérki i prostopadtej do jej osi. Taka konstrukcja komorki
Pockelsa jest odporna na przebicie powierzchniowe lecz ma symetryczne doprowadzenia napigcia do elektrod,
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v przy zasilaniu linia wspdlosiowy powoduje wzrost indukcyjnoéci rozproszonej i nieprzydatnosé do przenosze-
nia uitraszybkich impulséw napigciowych. '

W znanych rozwigzaniach komérek Pockelsa brak jest takich, ktére by jednoczesnie umozliwiaty sterowa-
nie wysokim napigciem — dwa razy wigkszym od napigcia otwarcia komdrki, oraz charakteryzowaty sig malg
indukcyjnoscig rozproszong doprowadzen.

Celem wynalazku jest konstrukcja ukiadu elektrooptycznego do stosowania zwlaszcza w ultraszybkiej
migawce elekirooptycznej, a wigc takiej, ktora faczylaby wysoka wytrzymatosé elektryczng z moziiwie bez-
indukcyjnym doprowadzeniem.

Uktad elektrooptyczny wedtug wynalazku zawiera krysztat elektrooptyczny w ksztalcw walca lub prosto-
padiosciaiiu o podstawach prostopadtych do jego osi optycznej, umieszczony w hermetycznej obudowie meta-
lowej. Jednorodne pole elektryczne wprowadzone jest do krysztalu poprzez elcktrody, docisnigte do jego
podstaw. Okragle otwory w elektrodach umozliwiajg przenikanie swiatia przez krysztal. Jedna z elektrod po-
taczona jest z wysokim napieciem doprowadzonym krétkim przewodem z gniazda wspétosiowego umocowanego
w §cianie bocznej obudowy komdrki, natomiast druga elektroda jest polaczona galwanicznie z obudowg komoérki.
Na obu sciznach czotowych obudowy komérki umieszczone s3 szklane okienka, ktére umozliwiaja przenikanie
$wiatta poprzez krysztal. Wngtrze obudowy jest cate wyf)e%nione ciektym dielektrykiem o duzej wytrzymatosci
elektrycznej i przezroczysiosci w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, kidry jest ponadto cieczy imersyj-
ny. Izolator ztacza wspbétosiowego jest caly zanurzony w ciektym dielektryku.

Uktad wedlug wynalazku umozliwia przejscie ze wspétosiowej linii zasilania na symetryczng konflgurac_]f;
elektrod w koméree o jednym krysztale. Ma to znaczenie w przypadku migawki elektrooptycznej umieszczonej
wewnatrz komory laserowej, gdzie komdrka o dwdch krysztalach mogtaby wptynaé niekorzystnie na dzistanie
lasera. Dzigki temu, Ze dielektryk optywa powierzchnie boczng krysztatu i izolator zkacza wspélosiowego,
uktad elektrooptyczny weditug wynalazku charakteryzuje sie wysokg wytrzymaloscig elektryczna. Umozliwia
to stosowanie go nie tylko, jako klasycznej migawki elektrooptycznej, otwieranej w czasie trwania sterujacego
ja impulsu napigcia, lecz rowniez jako ultraszybkiej migawki otwieranej w czasie narastania dtuotrwatego impul-
su napigcia o dwukrotnie wigkszej amplitudzie. Dzigki zastosowaniu krétkich doprowadzeri napigcia do elektro-
dy oraz odpowiedniemu uksztattowaniu wnetrza obudowy, rozwijzanie wedtug wynalazku charakteryzuje
si¢ minimalnymi wartosciami indukcyjnosci wtasnej, dzigki czemu wnoszone przez nig znieksztatcenia bardzo
szybko narastajacych impulséw napigcia s3 minimalne.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku w przekro;u osiowym.
Krysztal 1 elektrooptyczny w ksztalcie walca umieszczony jest w hermetycznym korpusie métalowym sktada-
jacym sie¢ z obudowy 2 i pokrywy 3. Dwie pierscieniowe elektrody 4 i 5 z migkkiego metalu docisnigte s3 do
$cian czotowych krysztatu i wraz z nim do wewnetrznej §ciany obudowy.za pomocg wykonanej z dielektryka
prowadnicy 7. Elektreda 5 poljczona jest galwanicznie z przewodem centralnym gniazda wspélosiowego 6.
Wnetrze obudowy wypelnione jest catkowicie ciecza, ktéra optywa izolator gniazda wspélosiowego 6 oraz
krysztat 1 ze wszystkich stron poza pier§cieniowymi fragmentami $cian czotowych, zastonigtymi przez elektro-
dy. Ciecz doptywa do obszaru w sasiedztwie elektrody 4 przez otwory 8 we wngtrzu obudowy.

ZastrzeZienia patentowe

1. Uklad elektrooptyczny zwlaszeza do ultraszybkiej migawki $wietlnej, zawierajacy krysztat
elektrooptyczny w ksztatcie walca lub prostopadto$cianu z dwiema elektrodami, obudowe hermetyczna wypet-
niong ciektym dielektrykiem oraz ztgcze wspétosiowe, znamienny tym, ze do elektrody (5) dotgczone
jest napigcie sterujace natomiast elektroda (4) jest potaczona galwanicznie z obudowg (2) przewodzaca prad
elektryczny. .

2. Uktad elektrooptyczny wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze zlacze wspolosiowe (6) ma izo-
lator zanurzony w ciektym dielektryku.
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